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(57)【要約】
ＥＬ表示装置は、一対の電極間に発光層を配置した発光
部と、発光部の発光を制御する薄膜トランジスタアレイ
装置とを備えている。また、発光部と薄膜トランジスタ
アレイ装置との間に層間絶縁膜を配置するとともに、発
光部の一方の陽極（２）が層間絶縁膜（３４）のコンタ
クトホール（３５）を介して薄膜トランジスタアレイ装
置と電気的に接続されている。さらに、薄膜トランジス
タアレイ装置は、層間絶縁膜（３４）のコンタクトホー
ル（３５）を介して発光部の陽極（２）に電気的に接続
される電流供給用の中継電極（３１）を有し、かつ発光
部の一方の陽極（２）と薄膜トランジスタアレイ装置の
電流供給用の中継電極（３１）の界面に拡散防止膜（３
６）を形成した構成である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
一対の電極間に発光層を配置した発光部と、前記発光部の発光を制御する薄膜トランジス
タアレイ装置とを備え、前記発光部と前記薄膜トランジスタアレイ装置との間に層間絶縁
膜を配置するとともに、前記発光部の一方の電極が前記層間絶縁膜のコンタクトホールを
介して前記薄膜トランジスタアレイ装置と電気的に接続されているＥＬ表示装置であって
、前記薄膜トランジスタアレイ装置は、前記層間絶縁膜のコンタクトホールを介して前記
発光部の電極に電気的に接続される電流供給用の電極を有し、かつ前記発光部の一方の電
極と前記薄膜トランジスタアレイ装置の電流供給用の電極の界面に拡散防止膜を形成した
ＥＬ表示装置。
【請求項２】
前記拡散防止膜は、前記発光部の一方の電極を構成する金属材料と同じ金属を主成分とす
る酸化物により構成した請求項１に記載のＥＬ表示装置。
【請求項３】
前記拡散防止膜は、ＡｌxＣｕyＯz、ｘ＞ｙ≧０、ｚ＞０を満たす材料組成を有する請求
項２に記載のＥＬ表示装置。
【請求項４】
前記拡散防止膜は、膜厚が０＜ｔ≦６ｎｍである請求項１に記載のＥＬ表示装置。
【請求項５】
発光部との間に層間絶縁膜を配置するとともに、前記発光部の一方の電極が前記層間絶縁
膜のコンタクトホールを介して電気的に接続される電流供給用の電極を有する薄膜トラン
ジスタアレイ装置であって、前記発光部の一方の電極と前記電流供給用の電極の界面に拡
散防止膜を形成した薄膜トランジスタアレイ装置。
【請求項６】
前記拡散防止膜は、前記発光部の一方の電極を構成する金属材料と同じ金属を主成分とす
る酸化物により構成した請求項５に記載の薄膜トランジスタアレイ装置。
【請求項７】
前記拡散防止膜は、ＡｌxＣｕyＯz、ｘ＞ｙ≧０、ｚ＞０を満たす材料組成を有する請求
項６に記載の薄膜トランジスタアレイ装置。
【請求項８】
前記拡散防止膜は、膜厚が０＜ｔ≦６ｎｍである請求項５に記載の薄膜トランジスタアレ
イ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、多結晶シリコンや微結晶シリコンなどを活性層とする薄膜トランジスタアレ
イ装置及びそれを用いたＥＬ表示装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　薄膜トランジスタは、有機ＥＬディスプレイや液晶ディスプレイなどの表示装置の駆動
基板に用いられ、現在、高性能化に向けた開発が盛んに行われている。特に、ディスプレ
イの大型化や高精細化に伴い、薄膜トランジスタの高い電流駆動能力が要求される中、活
性層に結晶化した半導体薄膜（多結晶シリコン・微結晶シリコン）を用いたものが注目さ
れている。
【０００３】
　半導体薄膜の結晶化プロセスとしては、既に確立されている１０００℃以上の処理温度
を採用した高温プロセス技術に代えて、６００℃以下の処理温度を採用した低温プロセス
が開発されている。低温プロセスでは、耐熱性に優れた石英などの高価な基板を用いる必
要がなく、製造コストの低減化を図ることができる。
【０００４】
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　低温プロセスの一環として、レーザビームを用いて加熱するレーザアニールが注目され
ている。これは、ガラスなどの低耐熱性絶縁基板上に成膜された非晶質シリコンや多結晶
シリコンなどの非単結晶性の半導体薄膜に、レーザビームを照射して局部的に加熱溶融し
た後、その冷却過程において半導体薄膜を結晶化するものである。この結晶化した半導体
薄膜を活性層（チャネル領域）として薄膜トランジスタを集積形成する。結晶化した半導
体薄膜はキャリアの移動度が高くなるため、薄膜トランジスタを高性能化できる。
【０００５】
　このような薄膜トランジスタの構造としては、ゲート電極が半導体層より下に配置され
たボトムゲート型の構造が主流であり、特許文献１、２に示すような構造のものが知られ
ている。
【０００６】
　特許文献１には、トランジスタに接続された配線（電極）を基板上に形成し、この配線
（電極）を覆う状態でスピンコート法によって感光性ポリイミドからなる平坦化絶縁膜（
層間絶縁膜）を形成する。次いで、この平坦化絶縁膜（層間絶縁膜）に、リソグラフィー
法によって接続孔（コンタクトホール）を形成する。その後、この接続孔（コンタクトホ
ール）を介して配線（電極）に接続される有機ＥＬ素子を、平坦化絶縁膜（層間絶縁膜）
上に形成されている。
【０００７】
　また、特許文献２では、第２金属層（電極）上に積層された絶縁保護膜及び絶縁保護膜
上に積層された絶縁平坦化膜（層間絶縁膜）は、第２金属層（電極）とアノード電極（下
部電極）とを電気的に接続する接続コンタクトを上下方向に通す穴状のコンタクトホール
を備え、コンタクトホールは、絶縁保護膜の内周面と絶縁平坦化膜（層間絶縁膜）の内周
面とが段差なくつながって形成された下に凸の錐形状となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００１－２８４８６号公報
【特許文献２】特開２００９－２２９９４１号公報
【発明の概要】
【０００９】
　本開示のＥＬ表示装置は、一対の電極間に発光層を配置した発光部と、発光部の発光を
制御する薄膜トランジスタアレイ装置とを備えている。また、発光部と薄膜トランジスタ
アレイ装置との間に層間絶縁膜を配置するとともに、発光部の一方の電極が層間絶縁膜の
コンタクトホールを介して薄膜トランジスタアレイ装置と電気的に接続されている。さら
に、薄膜トランジスタアレイ装置は、層間絶縁膜のコンタクトホールを介して発光部の電
極に電気的に接続される電流供給用の電極を有し、かつ発光部の一方の電極と薄膜トラン
ジスタアレイ装置の電流供給用の電極の界面に拡散防止膜を形成している。
【００１０】
　また、本開示の薄膜トランジスタアレイ装置は、発光部との間に層間絶縁膜を配置する
とともに、発光部の一方の電極が層間絶縁膜のコンタクトホールを介して電気的に接続さ
れる電流供給用の電極を有する。また、発光部の一方の電極と電流供給用の電極の界面に
拡散防止膜を形成している。
【００１１】
　この構成により、電気的なコンタクト特性と相互拡散の防止性能の両立を実現すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は一実施の形態におけるＥＬ表示装置の斜視図である。
【図２】図２は一実施の形態におけるＥＬ表示装置のピクセルバンクの例を示す斜視図で
ある。



(4) JP WO2013/108326 A1 2013.7.25

10

20

30

40

50

【図３】図３は一実施の形態における薄膜トランジスタの画素回路の回路構成を示す電気
回路図である。
【図４】図４は一実施の形態における薄膜トランジスタの画素の構成を示す正面図である
。
【図５】図５は図４の５－５線で切断した断面図である。
【図６】図６は図４の６－６線で切断した断面図である。
【図７Ａ】図７Ａは一実施の形態における薄膜トランジスタアレイ装置の図５に対応した
要部の製造工程を示す断面図である。
【図７Ｂ】図７Ｂは一実施の形態における薄膜トランジスタアレイ装置の図５に対応した
要部の製造工程を示す断面図である。
【図７Ｃ】図７Ｃは一実施の形態における薄膜トランジスタアレイ装置の図５に対応した
要部の製造工程を示す断面図である。
【図７Ｄ】図７Ｄは一実施の形態における薄膜トランジスタアレイ装置の図５に対応した
要部の製造工程を示す断面図である。
【図７Ｅ】図７Ｅは一実施の形態における薄膜トランジスタアレイ装置の図５に対応した
要部の製造工程を示す断面図である。
【図７Ｆ】図７Ｆは一実施の形態における薄膜トランジスタアレイ装置の図５に対応した
要部の製造工程を示す断面図である。
【図８Ａ】図８Ａは一実施の形態における薄膜トランジスタアレイ装置の図６に対応した
要部の製造工程を示す断面図である。
【図８Ｂ】図８Ｂは一実施の形態における薄膜トランジスタアレイ装置の図６に対応した
要部の製造工程を示す断面図である。
【図８Ｃ】図８Ｃは一実施の形態における薄膜トランジスタアレイ装置の図６に対応した
要部の製造工程を示す断面図である。
【図８Ｄ】図８Ｄは一実施の形態における薄膜トランジスタアレイ装置の図６に対応した
要部の製造工程を示す断面図である。
【図８Ｅ】図８Ｅは一実施の形態における薄膜トランジスタアレイ装置の図６に対応した
要部の製造工程を示す断面図である。
【図８Ｆ】図８Ｆは一実施の形態における薄膜トランジスタアレイ装置の図６に対応した
要部の製造工程を示す断面図である。
【図８Ｇ】図８Ｇは一実施の形態における薄膜トランジスタアレイ装置の図６に対応した
要部の製造工程を示す断面図である。
【図８Ｈ】図８Ｈは一実施の形態における薄膜トランジスタアレイ装置の図６に対応した
要部の製造工程を示す断面図である。
【図９Ａ】図９Ａは図６の領域Ａに対応した要部の製造工程を示す断面図である。
【図９Ｂ】図９Ｂは図６の領域Ａに対応した要部の製造工程を示す断面図である。
【図９Ｃ】図９Ｃは図６の領域Ａに対応した要部の製造工程を示す断面図である。
【図９Ｄ】図９Ｄは図６の領域Ａに対応した要部の製造工程を示す断面図である。
【図９Ｅ】図９Ｅは図６の領域Ａに対応した要部の製造工程を示す断面図である。
【図９Ｆ】図９Ｆは図６の領域Ａに対応した要部の製造工程を示す断面図である。
【図９Ｇ】図９Ｇは図６の領域Ａに対応した要部の製造工程を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、一実施の形態による薄膜トランジスタアレイ装置及びそれを用いたＥＬ表示装置
について、図１～図８Ｈの図面を用いて説明する。
【００１４】
　図１は一実施の形態におけるＥＬ表示装置の斜視図、図２は一実施の形態におけるＥＬ
表示装置のピクセルバンクの例を示す斜視図、図３は一実施の形態における薄膜トランジ
スタの画素回路の回路構成を示す図である。
【００１５】
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　図１～図３に示すように、ＥＬ表示装置は、下層より、複数個の薄膜トランジスタを配
置した薄膜トランジスタアレイ装置１と、下部電極である陽極２と有機材料からなる発光
層であるＥＬ層３と透明な上部電極である陰極４とからなる発光部との積層構造により構
成されている。この発光部は薄膜トランジスタアレイ装置１により発光制御される。
【００１６】
　また、発光部は、一対の電極である陽極２と陰極４との間にＥＬ層３を配置した構成で
ある。陽極２とＥＬ層３の間には正孔輸送層が積層形成され、ＥＬ層３と透明な陰極４の
間には電子輸送層が積層形成されている。薄膜トランジスタアレイ装置１には、複数の画
素５がマトリックス状に配置されている。
【００１７】
　各画素５は、それぞれに設けられた画素回路６によって駆動される。また、薄膜トラン
ジスタアレイ装置１は、行状に配置される複数のゲート配線７と、ゲート配線７と交差す
るように列状に配置される複数の信号配線としてのソース配線８と、ソース配線８に平行
に延びる複数の電源配線９（図１では省略）とを備える。
【００１８】
　ゲート配線７は、画素回路６のそれぞれに含まれるスイッチング素子として動作する薄
膜トランジスタ１０のゲート電極１０ｇを行毎に接続する。ソース配線８は、画素回路６
のそれぞれに含まれるスイッチング素子として動作する薄膜トランジスタ１０のソース電
極１０ｓを列毎に接続する。電源配線９は、画素回路６のそれぞれに含まれる駆動素子と
して動作する薄膜トランジスタ１１のドレイン電極１１ｄを列毎に接続する。
【００１９】
　図２に示すように、ＥＬ表示装置の各画素５は、３色（赤色、緑色、青色）のサブ画素
５Ｒ、５Ｇ、５Ｂによって構成され、これらのサブ画素５Ｒ、５Ｇ、５Ｂは、表示面上に
複数個マトリクス状に配列されるように形成されている（以下、サブ画素列と表記する）
。各サブ画素５Ｒ、５Ｇ、５Ｂは、バンク５ａによって互いに分離されている。バンク５
ａは、ゲート配線７に平行に延びる突条と、ソース配線８に平行に延びる突条とが互いに
交差するように形成されている。そして、この突条で囲まれる部分（すなわち、バンク５
ａの開口部）にサブ画素５Ｒ、５Ｇ、５Ｂが形成されている。
【００２０】
　陽極２は、薄膜トランジスタアレイ装置１上の層間絶縁膜上でかつバンク５ａの開口部
内に、サブ画素５Ｒ、５Ｇ、５Ｂ毎に形成されている。同様に、ＥＬ層３は、陽極２上で
かつバンク５ａの開口部内に、サブ画素５Ｒ、５Ｇ、５Ｂ毎に形成されている。透明な陰
極４は、複数のＥＬ層３及びバンク５ａ上で、かつ全てのサブ画素５Ｒ、５Ｇ、５Ｂを覆
うように、連続的に形成されている。
【００２１】
　さらに、薄膜トランジスタアレイ装置１には、各サブ画素５Ｒ、５Ｇ、５Ｂ毎に画素回
路６が形成されている。そして、各サブ画素５Ｒ、５Ｇ、５Ｂと、対応する画素回路６と
は、後述するコンタクトホール及び中継電極によって電気的に接続されている。なお、サ
ブ画素５Ｒ、５Ｇ、５Ｂは、ＥＬ層３の発光色が異なることを除いて同一の構成である。
そこで、以降の説明では、サブ画素５Ｒ、５Ｇ、５Ｂを区別することなく、全て画素５と
表記する。
【００２２】
　図３に示すように、画素回路６は、スイッチ素子として動作する薄膜トランジスタ１０
と、駆動素子として動作する薄膜トランジスタ１１と、対応する画素に表示するデータを
記憶するキャパシタ１２とで構成される。
【００２３】
　薄膜トランジスタ１０は、ゲート配線７に接続されるゲート電極１０ｇと、ソース配線
８に接続されるソース電極１０ｓと、キャパシタ１２及び薄膜トランジスタ１１のゲート
電極１１ｇに接続されるドレイン電極１０ｄと、半導体層（図示せず）とで構成される。
この薄膜トランジスタ１０は、接続されたゲート配線７及びソース配線８に電圧が印加さ
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れると、当該ソース配線８に印加された電圧値を表示データとしてキャパシタ１２に保存
する。
【００２４】
　薄膜トランジスタ１１は、薄膜トランジスタ１０のドレイン電極１０ｄに接続されるゲ
ート電極１１ｇと、電源配線９及びキャパシタ１２に接続されるドレイン電極１１ｄと、
陽極２に接続されるソース電極１１ｓと、半導体層（図示せず）とで構成される。この薄
膜トランジスタ１１は、キャパシタ１２が保持している電圧値に対応する電流を電源配線
９からソース電極１１ｓを通じて陽極２に供給する。すなわち、上記構成のＥＬ表示装置
は、ゲート配線７とソース配線８との交点に位置する画素５毎に表示制御を行うアクティ
ブマトリックス方式を採用している。
【００２５】
　次に、図４～図６を参照して、薄膜トランジスタアレイ装置１を構成する画素５の構造
を説明する。なお、図４は画素５の構成を示す正面図である。図５は図４の５－５線で切
断した断面図である。図６は図４の６－６線で切断した断面図である。
【００２６】
　図４～図６に示すように、画素５は、基板２１、導電層である第１の金属層２２、ゲー
ト絶縁膜２３、半導体層２４、２５、導電層である第２の金属層２６、パッシベーション
膜２７、ＩＴＯなどで構成した導電酸化物膜２８、及び導電層である第３の金属層２９の
積層構造体により構成される。
【００２７】
　基板２１上に積層される第１の金属層２２には、薄膜トランジスタ１０のゲート電極１
０ｇと、薄膜トランジスタ１１のゲート電極１１ｇとが形成される。また、基板２１及び
第１の金属層２２上には、ゲート電極１０ｇ、１１ｇを覆うように、ゲート絶縁膜２３が
形成されている。
【００２８】
　半導体層２４は、ゲート絶縁膜２３上（ゲート絶縁膜２３と第２の金属層２６との間）
で、かつゲート電極１０ｇと重なり合う領域内に配置される。同様に、半導体層２５は、
ゲート絶縁膜２３上（ゲート絶縁膜２３と第２の金属層２６との間）で、かつゲート電極
１１ｇと重なり合う領域内に配置される。
【００２９】
　ゲート絶縁膜２３及び半導体層２４、２５上に積層される第２の金属層２６には、ソー
ス配線８と、電源配線９と、薄膜トランジスタ１０のソース電極１０ｓ及びドレイン電極
１０ｄと、薄膜トランジスタ１１のドレイン電極１１ｄ及びソース電極１１ｓとが形成さ
れている。ソース電極１０ｓ及びドレイン電極１０ｄは、互いに対向する位置で、かつそ
れぞれが半導体層２４の一部に重なり合うように形成される。また、ソース電極１０ｓは
、同層に形成されているソース配線８から延長されるように形成されている。同様に、ド
レイン電極１１ｄ及びソース電極１１ｓは、互いに対向する位置で、かつそれぞれが半導
体層２５の一部に重なり合うように形成される。また、ドレイン電極１１ｄは、同層に形
成されている電源配線９から延長されるように形成されている。
【００３０】
　このように薄膜トランジスタ１０、１１は、ゲート電極１０ｇ、１１ｇがソース電極１
０ｓ、１１ｓ及びドレイン電極１０ｄ、１１ｄより下層に形成されるボトムゲート型のト
ランジスタ構造である。
【００３１】
　また、ゲート絶縁膜２３には、ドレイン電極１０ｄ及びゲート電極１１ｇに重なり合う
位置に、厚み方向に貫通するコンタクトホール３０が形成されている。そして、ドレイン
電極１０ｄは、コンタクトホール３０を介して、第１の金属層２２に形成されたゲート電
極１１ｇと電気的に接続されている。
【００３２】
　さらに、ゲート絶縁膜２３及び第２の金属層２６上には、ソース電極１０ｓ、１１ｓ、
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及びドレイン電極１０ｄ、１１ｄを覆うように、パッシベーション膜２７が形成されてい
る。このパッシベーション膜２７は、層間絶縁膜３４と薄膜トランジスタ１０、１１との
間に介在するように形成されている。
【００３３】
　パッシベーション膜２７上には、導電酸化物膜２８が積層されている。さらに、導電酸
化物膜２８上には、第３の金属層２９が積層されている。導電酸化物膜２８上に積層され
る第３の金属層２９には、ゲート配線７及び中継電極３１が形成される。導電酸化物膜２
８は、ゲート配線７及び中継電極３１に重なり合う位置に選択的に形成されており、ゲー
ト配線７に重なり合う部分と中継電極３１に重なり合う部分とは、電気的に非接続の状態
となっている。
【００３４】
　また、ゲート絶縁膜２３及びパッシベーション膜２７には、ゲート配線７及びゲート電
極１０ｇに重なり合う位置に、厚み方向に貫通するコンタクトホール３２が形成されてい
る。そして、ゲート配線７は、コンタクトホール３２を介して、第１の金属層２２に形成
されたゲート電極１０ｇと電気的に接続されている。なお、ゲート配線７とゲート電極１
０ｇとは、直接接触しておらず、両者の間には導電酸化物膜２８が介在している。
【００３５】
　同様に、パッシベーション膜２７には、薄膜トランジスタ１１のソース電極１１ｓ及び
中継電極３１に重なり合う位置に、厚み方向に貫通するコンタクトホール３３が形成され
ている。そして、中継電極３１は、コンタクトホール３３を介して、第２の金属層２６に
形成されたソース電極１１ｓと電気的に接続されている。なお、ソース電極１１ｓと中継
電極３１とは、直接接触しておらず、両者の間には導電酸化物膜２８が介在している。
【００３６】
　さらに、パッシベーション膜２７及び第３の金属層２９上には、ゲート配線７及び中継
電極３１を覆うように、層間絶縁膜３４が形成されている。層間絶縁膜３４は、積層構造
であり、平坦化膜として機能させる層間絶縁膜３４ａと、パッシベーション膜として機能
させる層間絶縁膜３４ｂとから構成される。層間絶縁膜３４ａは、有機膜やハイブリッド
膜で形成し、陽極２に接する側（上層）に配置される。層間絶縁膜３４ｂは、無機膜で形
成し、ゲート配線７及び中継電極３１に接する側（下層）に配置されている。
【００３７】
　層間絶縁膜３４上には、隣接する画素５との境界部分にバンク５ａが形成されている。
そして、バンク５ａの開口部には、画素５単位で形成される陽極２と、色（サブ画素列）
単位またはサブ画素単位で形成されるＥＬ層３とが形成される。さらに、ＥＬ層３及びバ
ンク５ａ上には、透明な陰極４が形成される。
【００３８】
　さらに、図６に示すように、陽極２及び中継電極３１に重なり合う位置に、層間絶縁膜
３４を厚み方向に貫通するコンタクトホール３５が形成されている。そして、陽極２は、
コンタクトホール３５を介して、第３の金属層２９に形成された中継電極３１に電気的に
接続される。中継電極３１は、コンタクトホール３３に充填される中央領域３１ａと、コ
ンタクトホール３３の上部周縁に延在する平坦領域３１ｂとを有している。そして陽極２
は、中継電極３１の平坦領域３１ｂにおいて電気的に接続されている。
【００３９】
　ここで、本開示においては、発光部の陽極２はＡｌを主体とした導電性の金属材料から
形成され、薄膜トランジスタアレイ装置１の電流供給用の中継電極３１は、陽極２とは異
なる導電性の金属材料であるＣｕ系材料から形成され、そして陽極２と中継電極３１との
界面には、発光部の陽極２と同じ金属材料であるＡｌを主体とした金属材料の酸化物から
なる拡散防止膜３６が形成されている。具体的には、拡散防止膜３６は、エネルギー分散
型Ｘ線分析装置（ＥＤＳ）等で測定される元素が、ＡｌxＣｕyＯz、ｘ＞ｙ≧０、ｚ＞０
を満たす材料組成を有するものである。
【００４０】
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　表１は、Ａｌを主体とした陽極２とＣｕを主体とした中継電極３１との界面に形成した
拡散防止膜３６について、拡散防止膜３６の膜厚を変化させた本開示の実施例によるサン
プル（実施例１～４）と、比較例によるサンプル（比較例１～３）を作成し、それらのサ
ンプルについて、陽極２と中継電極３１とのコンタクト不良と、相互拡散量を比較して示
すものである。なお、表１において、コンタクト不良については、接続抵抗が単位面積当
たり１ｋΩ未満を良品（○）とし、１ｋΩ以上を不良（×）として示している。また、相
互拡散量については、１００ｎｍ未満であれば、ＡｌとＣｕの相互拡散に起因したエレク
トロマイグレーションによる断線不良が発生しにくいことが実験により確認されたため、
１００ｎｍ未満を良品（○）とし、１００ｎｍ以上を不良（×）として示している。
【００４１】
【表１】

【００４２】
　表１に示すように、拡散防止膜３６としては、膜厚ｔが１ｎｍ～６ｎｍの膜を形成すれ
ば、コンタクト不良及び相互拡散量の評価項目において良品を得ることができる。なお、
拡散防止膜３６の膜厚ｔは、薄く形成すればするほど、より低いコンタクト抵抗が得られ
、電気特性的には優位となることから、拡散防止膜３６としては、膜厚ｔは、０＜ｔ≦６
ｎｍとすればよい。ただし、拡散防止膜３６を形成した後の製造工程における熱履歴によ
って、ＡｌとＣｕの相互拡散が発生しやすくなることから、製造工程上のばらつきを考慮
すると、拡散防止膜３６の膜厚は、１ｎｍ～６ｎｍとするのが望ましい。
【００４３】
　拡散防止膜３６の膜厚を薄く形成するための方法としては、例えば、ドライエッチング
によりコンタクトホール３５を形成した後に、大気開放せず、真空中で連続して陽極２を
スパッタ法等で形成すれば、実現可能である。また、拡散防止膜３６の膜厚は、陽極２を
形成する前に、Ｃｕを主体とした酸化膜の膜厚を調整することで、制御可能である。酸化
膜の膜厚を調整する方法としては、酸化膜を形成した後に、Ａｒプラズマによる酸化膜の
物理的な除去やＨ2プラズマによる還元処理などで、酸化膜を所望の膜厚に制御すること
ができる。
【００４４】
　このように本開示においては、Ａｌを主体とした導電性材料からなる陽極２と、この陽
極２とは異なる導電性材料であるＣｕ系材料からなる中継電極３１との界面に、Ａｌを主
体とした酸化物からなる拡散防止膜３６を形成したもので、ＡｌとＣｕの相互拡散を起因
としたエレクトロマイグレーションによる断線不良を防止することができる。また、拡散
防止膜３６の膜厚を１ｎｍ～６ｎｍに調整することで、十分なコンタクト特性を得ること
ができるとともに、相互拡散による断線不良を防止することができる。
【００４５】
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　次に、図７Ａ～図７Ｆ、図８Ａ～図８Ｈを用いて、一実施の形態における薄膜トランジ
スタアレイ装置１を製造する製造工程について説明する。なお、図７Ａ～図７Ｆは一実施
の形態における薄膜トランジスタアレイ装置の図５に対応した要部の製造工程を示す図で
ある。図８Ａ～図８Ｈは、一実施の形態における薄膜トランジスタアレイ装置の図６に対
応した要部の製造工程を示す図である。
【００４６】
　まず、図７Ａ～図７Ｆ、図８Ａ～図８Ｈを用いて説明する。
【００４７】
　図７Ａ及び図８Ａに示すように、基板２１を準備する。基板２１には、一般的に、ガラ
ス、石英等、絶縁性の材料を使用する。基板２１からの不純物の拡散を防止するために、
図示していないが、酸化珪素膜もしくは窒化珪素膜を基板２１の上面に形成しても良い。
膜厚は１００ｎｍ程度である。
【００４８】
　続いて、図７Ｂ及び図８Ｂに示すように、基板２１上に耐熱性を有する第１の金属層２
２を形成した後、フォトリソグラフィー法、エッチング法などによりパターニングを行い
、ゲート電極１０ｇ、１１ｇを形成する。材料としては、耐熱性のあるＭｏ、Ｗ、Ｔａ、
Ｔｉ、Ｎｉのいずれかあるいはそれらの合金が挙げられる。本実施の形態ではＭｏを用い
た。厚みは１００ｎｍ程度が望ましい。
【００４９】
　続いて、図７Ｃ及び図８Ｃに示すように、基板２１及び第１の金属層２２上にゲート絶
縁膜２３を形成し、ゲート絶縁膜２３上に半導体層２４、２５を形成する。なお、ゲート
絶縁膜２３及び半導体層２４、２５は、プラズマＣＶＤ法等により、真空状態で連続的に
形成する。ゲート絶縁膜２３としては、酸化珪素膜、窒化珪素膜、もしくはその複合膜が
形成される。厚みは、２００ｎｍ程度である。また、半導体層２４、２５は、５０ｎｍ程
度の非晶質シリコン膜である。
【００５０】
　この後、例えば、図８Ｄの矢印で示すように、半導体層２５上にエキシマレーザ等を照
射することにより、半導体層２５を非結晶性半導体層から多結晶性半導体層へ改質する。
結晶化の方法としては、例えば４００℃～５００℃の炉内で脱水素を行った後、エキシマ
レーザによって結晶化させ、その後、真空中で数秒～数１０秒の水素プラズマ処理を行う
。具体的には、エキシマレーザ等を照射して、非結晶性半導体層の温度を所定の温度範囲
まで上昇させることにより、結晶化させる。ここで、所定の温度範囲とは、例えば、２１
０℃～１４１４℃である。また、多結晶性半導体層内の平均結晶粒径は、２０ｎｍ～６０
ｎｍである。
【００５１】
　ここで、ゲート電極１０ｇ、１１ｇを構成する第１の金属層２２は、上記の工程で高温
に曝されるので、温度範囲の上限値（１４１４℃）より融点が高い金属で形成される必要
がある。一方、以降の工程で積層される第２の金属層２６及び第３の金属層２９は、温度
範囲の下限値（２１０℃）より融点が低い金属で形成してもよい。
【００５２】
　次に、図８Ｅに示すように、フォトリソグラフィー法、エッチング法等により、半導体
層を島状の半導体層２５に加工する。なお、図示していないが、ゲート絶縁膜２３に、同
じくフォトリソグラフィー法、エッチング法等により、コンタクトホール３０を形成する
。
【００５３】
　その後、図７Ｄ及び図８Ｆに示すように、ゲート絶縁膜２３及び半導体層２４、２５上
に第２の金属層２６を形成し、パターニングによりソース配線８、電源配線９、ソース電
極１０ｓ、１１ｓ、ドレイン電極１０ｄ、１１ｄ、及び中継電極３１をそれぞれ加工する
。このとき、第２の金属層２６を構成する材料がコンタクトホール３０にも充填され、コ
ンタクトホール３０が形成される。この工程により、ゲート電極１１ｇとドレイン電極１
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０ｄとが第２のコンタクトホール３０を介して電気的に接続される。第２の金属層２６を
構成する材料としては、低抵抗金属であるＡｌ、Ｃｕ、Ａｇのいずれかあるいはそれらの
合金が挙げられる。本実施の形態ではＣｕを使用し、厚みは、３００ｎｍ程度である。
【００５４】
　また、ソース電極１０ｓと半導体層２４との間、及びドレイン電極１０ｄと半導体層２
４との間には、一般的に低抵抗の半導体層が形成される。この低抵抗半導体層は、一般的
に、リン等のｎ型ドーパントがドーピングされた非晶質シリコン層、もしくはボロン等の
ｐ型ドーパントがドーピングされた非晶質シリコン層が使用される。厚みは、２０ｎｍ程
度である。結晶化された半導体層２４とドーピングされた非晶質シリコン層との間にさら
に非晶質シリコン等の半導体層があってもよい。これらの膜はデバイス特性を向上させる
ために必要になる場合がある。半導体層２５についても同様である。
【００５５】
　その後、図７Ｅ～図７Ｆ及び図８Ｇに示すように、酸化珪素膜、窒化珪素膜、もしくは
それらの膜の積層膜からなるパッシベーション膜２７を、ゲート絶縁膜２３、半導体層２
４、２５及び第２の金属層２６上に形成する。また、パッシベーション膜２７に、フォト
リソグラフィー法、エッチング法等により、ゲート絶縁膜２３及びパッシベーション膜２
７を連続的に貫通するコンタクトホール３２と、パッシベーション膜２７を厚み方向に貫
通するコンタクトホール３３とを形成する。
【００５６】
　ここで、第２の金属層２６及び第３の金属層２９に挟まれたパッシベーション膜２７に
形成される単位面積あたりの容量は、第１の金属層２２及び第２の金属層２６に挟まれた
ゲート絶縁膜２３により形成される単位面積あたりの容量より小さくなるように、ゲート
絶縁膜２３及びパッシベーション膜２７の材料や膜厚を決定する。具体的には、パッシベ
ーション膜２７に形成される単位面積当たりの容量は、１．５×１０-4（Ｆ／ｍ2）未満
とするのが望ましい。一方、ゲート絶縁膜２３に形成される単位面積当たりの容量は、１
．５×１０-4（Ｆ／ｍ2）以上とするのが望ましい。
【００５７】
　さらに、図６及び図８Ｈに示すように、パッシベーション膜２７上に導電酸化物膜２８
を形成し、導電酸化物膜２８上に第３の金属層２９を形成する。そして、第３の金属層２
９は、パターニングによりゲート配線７及び中継電極３１に加工される。導電酸化物膜２
８を構成する材料としては、インジウムおよび錫を含む酸化物膜、あるいはインジウムお
よび亜鉛を含む酸化物膜のいずれかを用いる。一方、第３の金属層２９を構成する材料と
しては、低抵抗であることが求められるため、第２の金属層２６と同じ金属でも良い。特
に本開示では、安価で低抵抗が実現できるＣｕ系材料が好ましい。厚みは、３００ｎｍ程
度である。
【００５８】
　このとき、導電酸化物膜２８及び第３の金属層２９を構成する材料がコンタクトホール
３２、３３にも充填され、コンタクトホール３２、３３が形成される。これにより、コン
タクトホール３２を介してゲート配線７とゲート電極１０ｇとが電気的に接続され、コン
タクトホール３３を介してソース電極１１ｓと中継電極３１とが電気的に接続される。
【００５９】
　次に、図９Ａ～図９Ｇを用いて、図６の領域Ａを形成する工程を詳細に説明する。具体
的には、セルフアラインを用いて、中継電極３１と陽極２の接続部を加工する例を説明す
る。
【００６０】
　まず、上記図８Ａ～図８Ｈの製造工程から、図９Ａに示す構成を作製する。
【００６１】
　続いて、図９Ｂに示すように、パッシベーション膜２７及び中継電極３１上に層間絶縁
膜３４ｂを形成する。層間絶縁膜３４ｂは、プラズマＣＶＤ法等により形成される。層間
絶縁膜３４ｂとしては、酸化珪素膜、窒化珪素膜、もしくはその複合膜が形成される。厚
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みは、２００ｎｍ程度であり、パッシベーション膜としての役割を持つ。
【００６２】
　次に、図９Ｃに示すように、層間絶縁膜３４ｂ上に層間絶縁膜３４ａを形成する。層間
絶縁膜３４ａは、平坦化膜としての役割を持つため、厚膜が形成できる塗布材料であるこ
とが好ましく、スピンコーターやスリットコーターで形成される。層間絶縁膜３４ａとし
ては、感光性材料であることが好ましく、アクリル樹脂やポリイミド樹脂などの有機材料
、もしくはＳｉ－Ｏ結合を有したＳＯＧ材料などのハイブリッド材料が用いられる。厚み
は、４０００ｎｍ程度である。
【００６３】
　次に、図９Ｄに示すように、感光性材料である層間絶縁膜３４ａをフォトリソグラフィ
ー法により加工し、層間絶縁膜３４ａを貫通するコンタクトホール３５を形成する。その
後、塗布材料からなる層間絶縁膜３４ａを２３０℃程度で焼成し、硬化させる。無機膜か
らなる層間絶縁膜３４ｂは、層間絶縁膜３４ａの焼成時に層間絶縁膜３４ａから発生する
水分などのガスにより中継電極３１が腐食するのを防ぐ役目を果たす。
【００６４】
　次に、図９Ｅ～図９Ｇを用いて、拡散防止膜３６を形成する工程を説明する。
【００６５】
　まず、図９Ｅに示すように、パターニングしたコンタクトホール３５をマスクとして用
い、層間絶縁膜３４ｂをドライエッチングにより加工し、コンタクトホール３５が層間絶
縁膜３４ｂを貫通するまで形成する。
【００６６】
　次に、図９Ｆに示すように、コンタクトホール３５内の中継電極３１上にＣｕを主体と
した酸化膜３１ａを形成する。続いて、図９Ｇに示すように、陽極２を構成する材料をコ
ンタクトホール３５に充填し、このコンタクトホール３５を介して、陽極２と中継電極３
１とを電気的に接続する。陽極２の材料としては、例えば、Ｍｏ、Ａｌ、Ａｇ、Ａｕ、Ｃ
ｕなどの導電性金属、若しくはそれらの合金、ＰＥＤＯＴ：ＰＳＳなどの有機導電性材料
、酸化亜鉛、または鉛添加酸化インジウムのいずれかの材料が用いられるが、安価で反射
率が高いＡｌを主成分とする金属であることが好ましい。これらの材料からなる膜を真空
蒸着法、電子ビーム蒸着法、ＲＦスパッタ法、または、印刷法などにより作成し、電極パ
ターンを形成する。
【００６７】
　このとき、Ｃｕを主体とした酸化膜３１ａとＡｌを主体とした陽極２が接続されるが、
Ａｌの方がＣｕよりもイオン化傾向が高いために、Ａｌを主体とした酸化物からなる拡散
防止膜３６が形成される。なお、酸化還元反応を加速するために焼成工程を追加してもよ
い。
【００６８】
　ここで、上記製造工程において、図９Ｅ～図９Ｇの工程は、層間絶縁膜３４ａをマスク
としたセルフアラインで行うことにより、フォトレジスト剥離時の薬液の影響などを回避
可能であり、さらにマスクの削減ができ、製造工程の簡略化、製造コストの削減ができる
ようになる。
【００６９】
　図９Ｇに示すように陽極２を形成した後、続いて上記薄膜トランジスタアレイ装置１上
にバンク５ａ、ＥＬ層３、及び透明な陰極４を順次積層することによりＥＬ表示装置を作
製する。
【００７０】
　具体的には、まず層間絶縁膜３４上の各画素５の境界に対応する位置に、バンク５ａを
形成する。ＥＬ層３は、陽極２上で、バンク５ａの開口部内に色（サブ画素列）毎または
サブ画素毎に形成する。このＥＬ層３は、正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層
、及び電子注入層などの各層が積層されて構成される。例えば、正孔注入層として銅フタ
ロシアニンを、正孔輸送層として、ナフチルジアミン（α－ＮＰＤ（Ｂｉｓ［Ｎ－（１－
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Ｎａｐｈｔｈｙｌ）－Ｎ－Ｐｈｅｎｙｌ］ｂｅｎｚｉｄｉｎｅ））を、発光層として、ト
リス(８－キノリノラト)アルミニウム（Ａｌｑ３（ｔｒｉｓ（８－ｈｙｄｒｏｘｙｑｕｉ
ｎｏｌｉｎｅ）ａｌｕｍｉｎｕｍ））を、電子輸送層としてオキサゾール誘導体を、電子
注入層としてＡｌｑ３をそれぞれ用いることができる。なお、これらの材料は、あくまで
一例であって他の材料を用いてもよい。
【００７１】
　透明な陰極４は、ＥＬ層３上に連続的に形成される透過性を有する電極である。透明な
陰極４の材料としては、例えば、ＩＴＯ、ＳｎＯ2、Ｉｎ2Ｏ3、ＺｎＯまたはこれらの組
み合わせなどを用いることができる。
【００７２】
　なお、本実施の形態においては、画素５を構成する薄膜トランジスタが２個の場合を示
しているが、画素５内の薄膜トランジスタのばらつきを補償するために、３個以上の複数
個の薄膜トランジスタにより構成する場合でも同様の構成を採用することが可能である。
また、本実施の形態においては、有機ＥＬ素子を駆動するための画素構成を示したが、こ
れに限るものではない。液晶、無機ＥＬ等、ＴＦＴを使って構成される薄膜トランジスタ
アレイ装置全てに適用可能である。
【００７３】
　以上のように本実施の形態におけるＥＬ表示装置は、一対の電極間に発光層を配置した
発光部と、発光部の発光を制御する薄膜トランジスタアレイ装置１とを備えている。また
、発光部と薄膜トランジスタアレイ装置１との間に層間絶縁膜を配置するとともに、発光
部の一方の電極が層間絶縁膜のコンタクトホールを介して薄膜トランジスタアレイ装置１
と電気的に接続されている。さらに、薄膜トランジスタアレイ装置１は、層間絶縁膜のコ
ンタクトホールを介して発光部の電極に電気的に接続される電流供給用の電極を有し、か
つ発光部の一方の電極と薄膜トランジスタアレイ装置１の電流供給用の電極の界面に拡散
防止膜３６を形成している。
【００７４】
　この構成により、十分なコンタクト特性を得ることができるとともに、相互拡散による
断線不良を防止することができる。
【産業上の利用可能性】
【００７５】
　以上のように本開示によれば、ＥＬ表示装置に用いる薄膜トランジスタアレイ装置にお
いて、特性向上を図る上で有用である。
【符号の説明】
【００７６】
　１　　薄膜トランジスタアレイ装置
　２　　陽極
　３　　ＥＬ層
　４　　陰極
　５　　画素
　６　　画素回路
　７　　ゲート配線
　８　　ソース配線
　９　　電源配線
　１０，１１　　薄膜トランジスタ
　２１　　基板
　２２　　第１の金属層
　２３　　ゲート絶縁膜
　２４，２５　　半導体層
　２６　　第２の金属層
　２７　　パッシベーション膜
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　２８　　導電酸化物膜
　２９　　第３の金属層
　３０，３２，３３，３５　　コンタクトホール
　３１　　中継電極
　３４，３４ａ，３４ｂ　　層間絶縁膜
　３６　　拡散防止膜
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【図３】

【図４】
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【図８Ｈ】

【図９Ａ】

【図９Ｂ】

【図９Ｃ】

【図９Ｄ】

【図９Ｅ】

【図９Ｆ】

【図９Ｇ】

【手続補正書】
【提出日】平成26年5月12日(2014.5.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、多結晶シリコンや微結晶シリコンなどを活性層とする薄膜トランジスタアレ
イ装置及びそれを用いたＥＬ表示装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　薄膜トランジスタは、有機ＥＬディスプレイや液晶ディスプレイなどの表示装置の駆動
基板に用いられ、現在、高性能化に向けた開発が盛んに行われている。特に、ディスプレ
イの大型化や高精細化に伴い、薄膜トランジスタの高い電流駆動能力が要求される中、活
性層に結晶化した半導体薄膜（多結晶シリコン・微結晶シリコン）を用いたものが注目さ
れている。
【０００３】
　半導体薄膜の結晶化プロセスとしては、既に確立されている１０００℃以上の処理温度
を採用した高温プロセス技術に代えて、６００℃以下の処理温度を採用した低温プロセス
が開発されている。低温プロセスでは、耐熱性に優れた石英などの高価な基板を用いる必
要がなく、製造コストの低減化を図ることができる。
【０００４】
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　低温プロセスの一環として、レーザビームを用いて加熱するレーザアニールが注目され
ている。これは、ガラスなどの低耐熱性絶縁基板上に成膜された非晶質シリコンや多結晶
シリコンなどの非単結晶性の半導体薄膜に、レーザビームを照射して局部的に加熱溶融し
た後、その冷却過程において半導体薄膜を結晶化するものである。この結晶化した半導体
薄膜を活性層（チャネル領域）として薄膜トランジスタを集積形成する。結晶化した半導
体薄膜はキャリアの移動度が高くなるため、薄膜トランジスタを高性能化できる。
【０００５】
　このような薄膜トランジスタの構造としては、ゲート電極が半導体層より下に配置され
たボトムゲート型の構造が主流であり、特許文献１、２に示すような構造のものが知られ
ている。
【０００６】
　特許文献１には、トランジスタに接続された配線（電極）を基板上に形成し、この配線
（電極）を覆う状態でスピンコート法によって感光性ポリイミドからなる平坦化絶縁膜（
層間絶縁膜）を形成する。次いで、この平坦化絶縁膜（層間絶縁膜）に、リソグラフィー
法によって接続孔（コンタクトホール）を形成する。その後、この接続孔（コンタクトホ
ール）を介して配線（電極）に接続される有機ＥＬ素子を、平坦化絶縁膜（層間絶縁膜）
上に形成されている。
【０００７】
　また、特許文献２では、第２金属層（電極）上に積層された絶縁保護膜及び絶縁保護膜
上に積層された絶縁平坦化膜（層間絶縁膜）は、第２金属層（電極）とアノード電極（下
部電極）とを電気的に接続する接続コンタクトを上下方向に通す穴状のコンタクトホール
を備え、コンタクトホールは、絶縁保護膜の内周面と絶縁平坦化膜（層間絶縁膜）の内周
面とが段差なくつながって形成された下に凸の錐形状となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００１－２８４８６号公報
【特許文献２】特開２００９－２２９９４１号公報
【発明の概要】
【０００９】
　本開示のＥＬ表示装置は、一対の電極間に発光層を配置した発光部と、前記発光部の発
光を制御する薄膜トランジスタアレイ装置と、前記発光部と前記薄膜トランジスタアレイ
装置との間に配置された層間絶縁膜と、前記発光部の一方の電極が前記層間絶縁膜のコン
タクトホールを介して前記薄膜トランジスタアレイ装置に電気的に接続される電流供給用
の電極とを有し、前記発光部の一方の電極と前記電流供給用の電極の界面に拡散防止膜を
形成し、かつ前記拡散防止膜は、前記発光部の一方の電極を構成する金属材料と同じ金属
を主成分とする酸化物により構成している。
【００１０】
　また、本開示の薄膜トランジスタアレイ装置は、発光部との間に層間絶縁膜を配置する
とともに、前記発光部の一方の電極が前記層間絶縁膜のコンタクトホールを介して電気的
に接続される電流供給用の電極を有する薄膜トランジスタアレイ装置であって、前記発光
部の一方の電極と前記電流供給用の電極の界面に拡散防止膜を形成し、かつ前記拡散防止
膜は、前記発光部の一方の電極を構成する金属材料と同じ金属を主成分とする酸化物によ
り構成している。
【００１１】
　この構成により、電気的なコンタクト特性と相互拡散の防止性能の両立を実現すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】一実施の形態におけるＥＬ表示装置の斜視図である。
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【図２】一実施の形態におけるＥＬ表示装置のピクセルバンクの例を示す斜視図である。
【図３】一実施の形態における薄膜トランジスタの画素回路の回路構成を示す電気回路図
である。
【図４】一実施の形態における薄膜トランジスタの画素の構成を示す正面図である。
【図５】図４の５－５線で切断した断面図である。
【図６】図４の６－６線で切断した断面図である。
【図７Ａ】一実施の形態における薄膜トランジスタアレイ装置の図５に対応した要部の製
造工程を示す断面図である。
【図７Ｂ】一実施の形態における薄膜トランジスタアレイ装置の図５に対応した要部の製
造工程を示す断面図である。
【図７Ｃ】一実施の形態における薄膜トランジスタアレイ装置の図５に対応した要部の製
造工程を示す断面図である。
【図７Ｄ】一実施の形態における薄膜トランジスタアレイ装置の図５に対応した要部の製
造工程を示す断面図である。
【図７Ｅ】一実施の形態における薄膜トランジスタアレイ装置の図５に対応した要部の製
造工程を示す断面図である。
【図７Ｆ】一実施の形態における薄膜トランジスタアレイ装置の図５に対応した要部の製
造工程を示す断面図である。
【図８Ａ】一実施の形態における薄膜トランジスタアレイ装置の図６に対応した要部の製
造工程を示す断面図である。
【図８Ｂ】一実施の形態における薄膜トランジスタアレイ装置の図６に対応した要部の製
造工程を示す断面図である。
【図８Ｃ】一実施の形態における薄膜トランジスタアレイ装置の図６に対応した要部の製
造工程を示す断面図である。
【図８Ｄ】一実施の形態における薄膜トランジスタアレイ装置の図６に対応した要部の製
造工程を示す断面図である。
【図８Ｅ】一実施の形態における薄膜トランジスタアレイ装置の図６に対応した要部の製
造工程を示す断面図である。
【図８Ｆ】一実施の形態における薄膜トランジスタアレイ装置の図６に対応した要部の製
造工程を示す断面図である。
【図８Ｇ】一実施の形態における薄膜トランジスタアレイ装置の図６に対応した要部の製
造工程を示す断面図である。
【図８Ｈ】一実施の形態における薄膜トランジスタアレイ装置の図６に対応した要部の製
造工程を示す断面図である。
【図９Ａ】図６の領域Ａに対応した要部の製造工程を示す断面図である。
【図９Ｂ】図６の領域Ａに対応した要部の製造工程を示す断面図である。
【図９Ｃ】図６の領域Ａに対応した要部の製造工程を示す断面図である。
【図９Ｄ】図６の領域Ａに対応した要部の製造工程を示す断面図である。
【図９Ｅ】図６の領域Ａに対応した要部の製造工程を示す断面図である。
【図９Ｆ】図６の領域Ａに対応した要部の製造工程を示す断面図である。
【図９Ｇ】図６の領域Ａに対応した要部の製造工程を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、一実施の形態による薄膜トランジスタアレイ装置及びそれを用いたＥＬ表示装置
について、図１～図８Ｈの図面を用いて説明する。
【００１４】
　図１は一実施の形態におけるＥＬ表示装置の斜視図、図２は一実施の形態におけるＥＬ
表示装置のピクセルバンクの例を示す斜視図、図３は一実施の形態における薄膜トランジ
スタの画素回路の回路構成を示す図である。
【００１５】
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　図１～図３に示すように、ＥＬ表示装置は、下層より、複数個の薄膜トランジスタを配
置した薄膜トランジスタアレイ装置１と、下部電極である陽極２と有機材料からなる発光
層であるＥＬ層３と透明な上部電極である陰極４とからなる発光部との積層構造により構
成されている。この発光部は薄膜トランジスタアレイ装置１により発光制御される。
【００１６】
　また、発光部は、一対の電極である陽極２と陰極４との間にＥＬ層３を配置した構成で
ある。陽極２とＥＬ層３の間には正孔輸送層が積層形成され、ＥＬ層３と透明な陰極４の
間には電子輸送層が積層形成されている。薄膜トランジスタアレイ装置１には、複数の画
素５がマトリックス状に配置されている。
【００１７】
　各画素５は、それぞれに設けられた画素回路６によって駆動される。また、薄膜トラン
ジスタアレイ装置１は、行状に配置される複数のゲート配線７と、ゲート配線７と交差す
るように列状に配置される複数の信号配線としてのソース配線８と、ソース配線８に平行
に延びる複数の電源配線９（図１では省略）とを備える。
【００１８】
　ゲート配線７は、画素回路６のそれぞれに含まれるスイッチング素子として動作する薄
膜トランジスタ１０のゲート電極１０ｇを行毎に接続する。ソース配線８は、画素回路６
のそれぞれに含まれるスイッチング素子として動作する薄膜トランジスタ１０のソース電
極１０ｓを列毎に接続する。電源配線９は、画素回路６のそれぞれに含まれる駆動素子と
して動作する薄膜トランジスタ１１のドレイン電極１１ｄを列毎に接続する。
【００１９】
　図２に示すように、ＥＬ表示装置の各画素５は、３色（赤色、緑色、青色）のサブ画素
５Ｒ、５Ｇ、５Ｂによって構成され、これらのサブ画素５Ｒ、５Ｇ、５Ｂは、表示面上に
複数個マトリクス状に配列されるように形成されている（以下、サブ画素列と表記する）
。各サブ画素５Ｒ、５Ｇ、５Ｂは、バンク５ａによって互いに分離されている。バンク５
ａは、ゲート配線７に平行に延びる突条と、ソース配線８に平行に延びる突条とが互いに
交差するように形成されている。そして、この突条で囲まれる部分（すなわち、バンク５
ａの開口部）にサブ画素５Ｒ、５Ｇ、５Ｂが形成されている。
【００２０】
　陽極２は、薄膜トランジスタアレイ装置１上の層間絶縁膜上でかつバンク５ａの開口部
内に、サブ画素５Ｒ、５Ｇ、５Ｂ毎に形成されている。同様に、ＥＬ層３は、陽極２上で
かつバンク５ａの開口部内に、サブ画素５Ｒ、５Ｇ、５Ｂ毎に形成されている。透明な陰
極４は、複数のＥＬ層３及びバンク５ａ上で、かつ全てのサブ画素５Ｒ、５Ｇ、５Ｂを覆
うように、連続的に形成されている。
【００２１】
　さらに、薄膜トランジスタアレイ装置１には、各サブ画素５Ｒ、５Ｇ、５Ｂ毎に画素回
路６が形成されている。そして、各サブ画素５Ｒ、５Ｇ、５Ｂと、対応する画素回路６と
は、後述するコンタクトホール及び中継電極によって電気的に接続されている。なお、サ
ブ画素５Ｒ、５Ｇ、５Ｂは、ＥＬ層３の発光色が異なることを除いて同一の構成である。
そこで、以降の説明では、サブ画素５Ｒ、５Ｇ、５Ｂを区別することなく、全て画素５と
表記する。
【００２２】
　図３に示すように、画素回路６は、スイッチ素子として動作する薄膜トランジスタ１０
と、駆動素子として動作する薄膜トランジスタ１１と、対応する画素に表示するデータを
記憶するキャパシタ１２とで構成される。
【００２３】
　薄膜トランジスタ１０は、ゲート配線７に接続されるゲート電極１０ｇと、ソース配線
８に接続されるソース電極１０ｓと、キャパシタ１２及び薄膜トランジスタ１１のゲート
電極１１ｇに接続されるドレイン電極１０ｄと、半導体層（図示せず）とで構成される。
この薄膜トランジスタ１０は、接続されたゲート配線７及びソース配線８に電圧が印加さ
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れると、当該ソース配線８に印加された電圧値を表示データとしてキャパシタ１２に保存
する。
【００２４】
　薄膜トランジスタ１１は、薄膜トランジスタ１０のドレイン電極１０ｄに接続されるゲ
ート電極１１ｇと、電源配線９及びキャパシタ１２に接続されるドレイン電極１１ｄと、
陽極２に接続されるソース電極１１ｓと、半導体層（図示せず）とで構成される。この薄
膜トランジスタ１１は、キャパシタ１２が保持している電圧値に対応する電流を電源配線
９からソース電極１１ｓを通じて陽極２に供給する。すなわち、上記構成のＥＬ表示装置
は、ゲート配線７とソース配線８との交点に位置する画素５毎に表示制御を行うアクティ
ブマトリックス方式を採用している。
【００２５】
　次に、図４～図６を参照して、薄膜トランジスタアレイ装置１を構成する画素５の構造
を説明する。なお、図４は画素５の構成を示す正面図である。図５は図４の５－５線で切
断した断面図である。図６は図４の６－６線で切断した断面図である。
【００２６】
　図４～図６に示すように、画素５は、基板２１、導電層である第１の金属層２２、ゲー
ト絶縁膜２３、半導体層２４、２５、導電層である第２の金属層２６、パッシベーション
膜２７、ＩＴＯなどで構成した導電酸化物膜２８、及び導電層である第３の金属層２９の
積層構造体により構成される。
【００２７】
　基板２１上に積層される第１の金属層２２には、薄膜トランジスタ１０のゲート電極１
０ｇと、薄膜トランジスタ１１のゲート電極１１ｇとが形成される。また、基板２１及び
第１の金属層２２上には、ゲート電極１０ｇ、１１ｇを覆うように、ゲート絶縁膜２３が
形成されている。
【００２８】
　半導体層２４は、ゲート絶縁膜２３上（ゲート絶縁膜２３と第２の金属層２６との間）
で、かつゲート電極１０ｇと重なり合う領域内に配置される。同様に、半導体層２５は、
ゲート絶縁膜２３上（ゲート絶縁膜２３と第２の金属層２６との間）で、かつゲート電極
１１ｇと重なり合う領域内に配置される。
【００２９】
　ゲート絶縁膜２３及び半導体層２４、２５上に積層される第２の金属層２６には、ソー
ス配線８と、電源配線９と、薄膜トランジスタ１０のソース電極１０ｓ及びドレイン電極
１０ｄと、薄膜トランジスタ１１のドレイン電極１１ｄ及びソース電極１１ｓとが形成さ
れている。ソース電極１０ｓ及びドレイン電極１０ｄは、互いに対向する位置で、かつそ
れぞれが半導体層２４の一部に重なり合うように形成される。また、ソース電極１０ｓは
、同層に形成されているソース配線８から延長されるように形成されている。同様に、ド
レイン電極１１ｄ及びソース電極１１ｓは、互いに対向する位置で、かつそれぞれが半導
体層２５の一部に重なり合うように形成される。また、ドレイン電極１１ｄは、同層に形
成されている電源配線９から延長されるように形成されている。
【００３０】
　このように薄膜トランジスタ１０、１１は、ゲート電極１０ｇ、１１ｇがソース電極１
０ｓ、１１ｓ及びドレイン電極１０ｄ、１１ｄより下層に形成されるボトムゲート型のト
ランジスタ構造である。
【００３１】
　また、ゲート絶縁膜２３には、ドレイン電極１０ｄ及びゲート電極１１ｇに重なり合う
位置に、厚み方向に貫通するコンタクトホール３０が形成されている。そして、ドレイン
電極１０ｄは、コンタクトホール３０を介して、第１の金属層２２に形成されたゲート電
極１１ｇと電気的に接続されている。
【００３２】
　さらに、ゲート絶縁膜２３及び第２の金属層２６上には、ソース電極１０ｓ、１１ｓ、
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及びドレイン電極１０ｄ、１１ｄを覆うように、パッシベーション膜２７が形成されてい
る。このパッシベーション膜２７は、層間絶縁膜３４と薄膜トランジスタ１０、１１との
間に介在するように形成されている。
【００３３】
　パッシベーション膜２７上には、導電酸化物膜２８が積層されている。さらに、導電酸
化物膜２８上には、第３の金属層２９が積層されている。導電酸化物膜２８上に積層され
る第３の金属層２９には、ゲート配線７及び中継電極３１が形成される。導電酸化物膜２
８は、ゲート配線７及び中継電極３１に重なり合う位置に選択的に形成されており、ゲー
ト配線７に重なり合う部分と中継電極３１に重なり合う部分とは、電気的に非接続の状態
となっている。
【００３４】
　また、ゲート絶縁膜２３及びパッシベーション膜２７には、ゲート配線７及びゲート電
極１０ｇに重なり合う位置に、厚み方向に貫通するコンタクトホール３２が形成されてい
る。そして、ゲート配線７は、コンタクトホール３２を介して、第１の金属層２２に形成
されたゲート電極１０ｇと電気的に接続されている。なお、ゲート配線７とゲート電極１
０ｇとは、直接接触しておらず、両者の間には導電酸化物膜２８が介在している。
【００３５】
　同様に、パッシベーション膜２７には、薄膜トランジスタ１１のソース電極１１ｓ及び
中継電極３１に重なり合う位置に、厚み方向に貫通するコンタクトホール３３が形成され
ている。そして、中継電極３１は、コンタクトホール３３を介して、第２の金属層２６に
形成されたソース電極１１ｓと電気的に接続されている。なお、ソース電極１１ｓと中継
電極３１とは、直接接触しておらず、両者の間には導電酸化物膜２８が介在している。
【００３６】
　さらに、パッシベーション膜２７及び第３の金属層２９上には、ゲート配線７及び中継
電極３１を覆うように、層間絶縁膜３４が形成されている。層間絶縁膜３４は、積層構造
であり、平坦化膜として機能させる層間絶縁膜３４ａと、パッシベーション膜として機能
させる層間絶縁膜３４ｂとから構成される。層間絶縁膜３４ａは、有機膜やハイブリッド
膜で形成し、陽極２に接する側（上層）に配置される。層間絶縁膜３４ｂは、無機膜で形
成し、ゲート配線７及び中継電極３１に接する側（下層）に配置されている。
【００３７】
　層間絶縁膜３４上には、隣接する画素５との境界部分にバンク５ａが形成されている。
そして、バンク５ａの開口部には、画素５単位で形成される陽極２と、色（サブ画素列）
単位またはサブ画素単位で形成されるＥＬ層３とが形成される。さらに、ＥＬ層３及びバ
ンク５ａ上には、透明な陰極４が形成される。
【００３８】
　さらに、図６に示すように、陽極２及び中継電極３１に重なり合う位置に、層間絶縁膜
３４を厚み方向に貫通するコンタクトホール３５が形成されている。そして、陽極２は、
コンタクトホール３５を介して、第３の金属層２９に形成された中継電極３１に電気的に
接続される。中継電極３１は、コンタクトホール３３に充填される中央領域３１ａと、コ
ンタクトホール３３の上部周縁に延在する平坦領域３１ｂとを有している。そして陽極２
は、中継電極３１の平坦領域３１ｂにおいて電気的に接続されている。
【００３９】
　ここで、本開示においては、発光部の陽極２はＡｌを主体とした導電性の金属材料から
形成され、薄膜トランジスタアレイ装置１の電流供給用の中継電極３１は、陽極２とは異
なる導電性の金属材料であるＣｕ系材料から形成され、そして陽極２と中継電極３１との
界面には、発光部の陽極２と同じ金属材料であるＡｌを主体とした金属材料の酸化物から
なる拡散防止膜３６が形成されている。具体的には、拡散防止膜３６は、エネルギー分散
型Ｘ線分析装置（ＥＤＳ）等で測定される元素が、ＡｌｘＣｕｙＯｚ、ｘ＞ｙ≧０、ｚ＞
０を満たす材料組成を有するものである。
【００４０】
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　表１は、Ａｌを主体とした陽極２とＣｕを主体とした中継電極３１との界面に形成した
拡散防止膜３６について、拡散防止膜３６の膜厚を変化させた本開示の実施例によるサン
プル（実施例１～４）と、比較例によるサンプル（比較例１～３）を作成し、それらのサ
ンプルについて、陽極２と中継電極３１とのコンタクト不良と、相互拡散量を比較して示
すものである。なお、表１において、コンタクト不良については、接続抵抗が単位面積当
たり１ｋΩ未満を良品（○）とし、１ｋΩ以上を不良（×）として示している。また、相
互拡散量については、１００ｎｍ未満であれば、ＡｌとＣｕの相互拡散に起因したエレク
トロマイグレーションによる断線不良が発生しにくいことが実験により確認されたため、
１００ｎｍ未満を良品（○）とし、１００ｎｍ以上を不良（×）として示している。
【００４１】
【表１】

【００４２】
　表１に示すように、拡散防止膜３６としては、膜厚ｔが１ｎｍ～６ｎｍの膜を形成すれ
ば、コンタクト不良及び相互拡散量の評価項目において良品を得ることができる。なお、
拡散防止膜３６の膜厚ｔは、薄く形成すればするほど、より低いコンタクト抵抗が得られ
、電気特性的には優位となることから、拡散防止膜３６としては、膜厚ｔは、０＜ｔ≦６
ｎｍとすればよい。ただし、拡散防止膜３６を形成した後の製造工程における熱履歴によ
って、ＡｌとＣｕの相互拡散が発生しやすくなることから、製造工程上のばらつきを考慮
すると、拡散防止膜３６の膜厚は、１ｎｍ～６ｎｍとするのが望ましい。
【００４３】
　拡散防止膜３６の膜厚を薄く形成するための方法としては、例えば、ドライエッチング
によりコンタクトホール３５を形成した後に、大気開放せず、真空中で連続して陽極２を
スパッタ法等で形成すれば、実現可能である。また、拡散防止膜３６の膜厚は、陽極２を
形成する前に、Ｃｕを主体とした酸化膜の膜厚を調整することで、制御可能である。酸化
膜の膜厚を調整する方法としては、酸化膜を形成した後に、Ａｒプラズマによる酸化膜の
物理的な除去やＨ２プラズマによる還元処理などで、酸化膜を所望の膜厚に制御すること
ができる。
【００４４】
　このように本開示においては、Ａｌを主体とした導電性材料からなる陽極２と、この陽
極２とは異なる導電性材料であるＣｕ系材料からなる中継電極３１との界面に、Ａｌを主
体とした酸化物からなる拡散防止膜３６を形成したもので、ＡｌとＣｕの相互拡散を起因
としたエレクトロマイグレーションによる断線不良を防止することができる。また、拡散
防止膜３６の膜厚を１ｎｍ～６ｎｍに調整することで、十分なコンタクト特性を得ること
ができるとともに、相互拡散による断線不良を防止することができる。
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【００４５】
　次に、図７Ａ～図７Ｆ、図８Ａ～図８Ｈを用いて、一実施の形態における薄膜トランジ
スタアレイ装置１を製造する製造工程について説明する。なお、図７Ａ～図７Ｆは一実施
の形態における薄膜トランジスタアレイ装置の図５に対応した要部の製造工程を示す図で
ある。図８Ａ～図８Ｈは、一実施の形態における薄膜トランジスタアレイ装置の図６に対
応した要部の製造工程を示す図である。
【００４６】
　まず、図７Ａ～図７Ｆ、図８Ａ～図８Ｈを用いて説明する。
【００４７】
　図７Ａ及び図８Ａに示すように、基板２１を準備する。基板２１には、一般的に、ガラ
ス、石英等、絶縁性の材料を使用する。基板２１からの不純物の拡散を防止するために、
図示していないが、酸化珪素膜もしくは窒化珪素膜を基板２１の上面に形成しても良い。
膜厚は１００ｎｍ程度である。
【００４８】
　続いて、図７Ｂ及び図８Ｂに示すように、基板２１上に耐熱性を有する第１の金属層２
２を形成した後、フォトリソグラフィー法、エッチング法などによりパターニングを行い
、ゲート電極１０ｇ、１１ｇを形成する。材料としては、耐熱性のあるＭｏ、Ｗ、Ｔａ、
Ｔｉ、Ｎｉのいずれかあるいはそれらの合金が挙げられる。本実施の形態ではＭｏを用い
た。厚みは１００ｎｍ程度が望ましい。
【００４９】
　続いて、図７Ｃ及び図８Ｃに示すように、基板２１及び第１の金属層２２上にゲート絶
縁膜２３を形成し、ゲート絶縁膜２３上に半導体層２４、２５を形成する。なお、ゲート
絶縁膜２３及び半導体層２４、２５は、プラズマＣＶＤ法等により、真空状態で連続的に
形成する。ゲート絶縁膜２３としては、酸化珪素膜、窒化珪素膜、もしくはその複合膜が
形成される。厚みは、２００ｎｍ程度である。また、半導体層２４、２５は、５０ｎｍ程
度の非晶質シリコン膜である。
【００５０】
　この後、例えば、図８Ｄの矢印で示すように、半導体層２５上にエキシマレーザ等を照
射することにより、半導体層２５を非結晶性半導体層から多結晶性半導体層へ改質する。
結晶化の方法としては、例えば４００℃～５００℃の炉内で脱水素を行った後、エキシマ
レーザによって結晶化させ、その後、真空中で数秒～数１０秒の水素プラズマ処理を行う
。具体的には、エキシマレーザ等を照射して、非結晶性半導体層の温度を所定の温度範囲
まで上昇させることにより、結晶化させる。ここで、所定の温度範囲とは、例えば、２１
０℃～１４１４℃である。また、多結晶性半導体層内の平均結晶粒径は、２０ｎｍ～６０
ｎｍである。
【００５１】
　ここで、ゲート電極１０ｇ、１１ｇを構成する第１の金属層２２は、上記の工程で高温
に曝されるので、温度範囲の上限値（１４１４℃）より融点が高い金属で形成される必要
がある。一方、以降の工程で積層される第２の金属層２６及び第３の金属層２９は、温度
範囲の下限値（２１０℃）より融点が低い金属で形成してもよい。
【００５２】
　次に、図８Ｅに示すように、フォトリソグラフィー法、エッチング法等により、半導体
層を島状の半導体層２５に加工する。なお、図示していないが、ゲート絶縁膜２３に、同
じくフォトリソグラフィー法、エッチング法等により、コンタクトホール３０を形成する
。
【００５３】
　その後、図７Ｄ及び図８Ｆに示すように、ゲート絶縁膜２３及び半導体層２４、２５上
に第２の金属層２６を形成し、パターニングによりソース配線８、電源配線９、ソース電
極１０ｓ、１１ｓ、ドレイン電極１０ｄ、１１ｄ、及び中継電極３１をそれぞれ加工する
。このとき、第２の金属層２６を構成する材料がコンタクトホール３０にも充填され、コ
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ンタクトホール３０が形成される。この工程により、ゲート電極１１ｇとドレイン電極１
０ｄとがコンタクトホール３０を介して電気的に接続される。第２の金属層２６を構成す
る材料としては、低抵抗金属であるＡｌ、Ｃｕ、Ａｇのいずれかあるいはそれらの合金が
挙げられる。本実施の形態ではＣｕを使用し、厚みは、３００ｎｍ程度である。
【００５４】
　また、ソース電極１０ｓと半導体層２４との間、及びドレイン電極１０ｄと半導体層２
４との間には、一般的に低抵抗の半導体層が形成される。この低抵抗半導体層は、一般的
に、リン等のｎ型ドーパントがドーピングされた非晶質シリコン層、もしくはボロン等の
ｐ型ドーパントがドーピングされた非晶質シリコン層が使用される。厚みは、２０ｎｍ程
度である。結晶化された半導体層２４とドーピングされた非晶質シリコン層との間にさら
に非晶質シリコン等の半導体層があってもよい。これらの膜はデバイス特性を向上させる
ために必要になる場合がある。半導体層２５についても同様である。
【００５５】
　その後、図７Ｅ～図７Ｆ及び図８Ｇに示すように、酸化珪素膜、窒化珪素膜、もしくは
それらの膜の積層膜からなるパッシベーション膜２７を、ゲート絶縁膜２３、半導体層２
４、２５及び第２の金属層２６上に形成する。また、パッシベーション膜２７に、フォト
リソグラフィー法、エッチング法等により、ゲート絶縁膜２３及びパッシベーション膜２
７を連続的に貫通するコンタクトホール３２と、パッシベーション膜２７を厚み方向に貫
通するコンタクトホール３３とを形成する。
【００５６】
　ここで、第２の金属層２６及び第３の金属層２９に挟まれたパッシベーション膜２７に
形成される単位面積あたりの容量は、第１の金属層２２及び第２の金属層２６に挟まれた
ゲート絶縁膜２３により形成される単位面積あたりの容量より小さくなるように、ゲート
絶縁膜２３及びパッシベーション膜２７の材料や膜厚を決定する。具体的には、パッシベ
ーション膜２７に形成される単位面積当たりの容量は、１．５×１０－４（Ｆ／ｍ２）未
満とするのが望ましい。一方、ゲート絶縁膜２３に形成される単位面積当たりの容量は、
１．５×１０－４（Ｆ／ｍ２）以上とするのが望ましい。
【００５７】
　さらに、図６及び図８Ｈに示すように、パッシベーション膜２７上に導電酸化物膜２８
を形成し、導電酸化物膜２８上に第３の金属層２９を形成する。そして、第３の金属層２
９は、パターニングによりゲート配線７及び中継電極３１に加工される。導電酸化物膜２
８を構成する材料としては、インジウムおよび錫を含む酸化物膜、あるいはインジウムお
よび亜鉛を含む酸化物膜のいずれかを用いる。一方、第３の金属層２９を構成する材料と
しては、低抵抗であることが求められるため、第２の金属層２６と同じ金属でも良い。特
に本開示では、安価で低抵抗が実現できるＣｕ系材料が好ましい。厚みは、３００ｎｍ程
度である。
【００５８】
　このとき、導電酸化物膜２８及び第３の金属層２９を構成する材料がコンタクトホール
３２、３３にも充填され、コンタクトホール３２、３３が形成される。これにより、コン
タクトホール３２を介してゲート配線７とゲート電極１０ｇとが電気的に接続され、コン
タクトホール３３を介してソース電極１１ｓと中継電極３１とが電気的に接続される。
【００５９】
　次に、図９Ａ～図９Ｇを用いて、図６の領域Ａを形成する工程を詳細に説明する。具体
的には、セルフアラインを用いて、中継電極３１と陽極２の接続部を加工する例を説明す
る。
【００６０】
　まず、上記図８Ａ～図８Ｈの製造工程から、図９Ａに示す構成を作製する。
【００６１】
　続いて、図９Ｂに示すように、パッシベーション膜２７及び中継電極３１上に層間絶縁
膜３４ｂを形成する。層間絶縁膜３４ｂは、プラズマＣＶＤ法等により形成される。層間
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絶縁膜３４ｂとしては、酸化珪素膜、窒化珪素膜、もしくはその複合膜が形成される。厚
みは、２００ｎｍ程度であり、パッシベーション膜としての役割を持つ。
【００６２】
　次に、図９Ｃに示すように、層間絶縁膜３４ｂ上に層間絶縁膜３４ａを形成する。層間
絶縁膜３４ａは、平坦化膜としての役割を持つため、厚膜が形成できる塗布材料であるこ
とが好ましく、スピンコーターやスリットコーターで形成される。層間絶縁膜３４ａとし
ては、感光性材料であることが好ましく、アクリル樹脂やポリイミド樹脂などの有機材料
、もしくはＳｉ－Ｏ結合を有したＳＯＧ材料などのハイブリッド材料が用いられる。厚み
は、４０００ｎｍ程度である。
【００６３】
　次に、図９Ｄに示すように、感光性材料である層間絶縁膜３４ａをフォトリソグラフィ
ー法により加工し、層間絶縁膜３４ａを貫通するコンタクトホール３５を形成する。その
後、塗布材料からなる層間絶縁膜３４ａを２３０℃程度で焼成し、硬化させる。無機膜か
らなる層間絶縁膜３４ｂは、層間絶縁膜３４ａの焼成時に層間絶縁膜３４ａから発生する
水分などのガスにより中継電極３１が腐食するのを防ぐ役目を果たす。
【００６４】
　次に、図９Ｅ～図９Ｇを用いて、拡散防止膜３６を形成する工程を説明する。
【００６５】
　まず、図９Ｅに示すように、パターニングしたコンタクトホール３５をマスクとして用
い、層間絶縁膜３４ｂをドライエッチングにより加工し、コンタクトホール３５が層間絶
縁膜３４ｂを貫通するまで形成する。
【００６６】
　次に、図９Ｆに示すように、コンタクトホール３５内の中継電極３１上にＣｕを主体と
した酸化膜３１ａを形成する。続いて、図９Ｇに示すように、陽極２を構成する材料をコ
ンタクトホール３５に充填し、このコンタクトホール３５を介して、陽極２と中継電極３
１とを電気的に接続する。陽極２の材料としては、例えば、Ｍｏ、Ａｌ、Ａｇ、Ａｕ、Ｃ
ｕなどの導電性金属、若しくはそれらの合金、ＰＥＤＯＴ：ＰＳＳなどの有機導電性材料
、酸化亜鉛、または鉛添加酸化インジウムのいずれかの材料が用いられるが、安価で反射
率が高いＡｌを主成分とする金属であることが好ましい。これらの材料からなる膜を真空
蒸着法、電子ビーム蒸着法、ＲＦスパッタ法、または、印刷法などにより作成し、電極パ
ターンを形成する。
【００６７】
　このとき、Ｃｕを主体とした酸化膜３１ａとＡｌを主体とした陽極２が接続されるが、
Ａｌの方がＣｕよりもイオン化傾向が高いために、Ａｌを主体とした酸化物からなる拡散
防止膜３６が形成される。なお、酸化還元反応を加速するために焼成工程を追加してもよ
い。
【００６８】
　ここで、上記製造工程において、図９Ｅ～図９Ｇの工程は、層間絶縁膜３４ａをマスク
としたセルフアラインで行うことにより、フォトレジスト剥離時の薬液の影響などを回避
可能であり、さらにマスクの削減ができ、製造工程の簡略化、製造コストの削減ができる
ようになる。
【００６９】
　図９Ｇに示すように陽極２を形成した後、続いて上記薄膜トランジスタアレイ装置１上
にバンク５ａ、ＥＬ層３、及び透明な陰極４を順次積層することによりＥＬ表示装置を作
製する。
【００７０】
　具体的には、まず層間絶縁膜３４上の各画素５の境界に対応する位置に、バンク５ａを
形成する。ＥＬ層３は、陽極２上で、バンク５ａの開口部内に色（サブ画素列）毎または
サブ画素毎に形成する。このＥＬ層３は、正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層
、及び電子注入層などの各層が積層されて構成される。例えば、正孔注入層として銅フタ
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ロシアニンを、正孔輸送層として、ナフチルジアミン（α－ＮＰＤ（Ｂｉｓ［Ｎ－（１－
Ｎａｐｈｔｈｙｌ）－Ｎ－Ｐｈｅｎｙｌ］ｂｅｎｚｉｄｉｎｅ））を、発光層として、ト
リス（８－キノリノラト）アルミニウム（Ａｌｑ３（ｔｒｉｓ（８－ｈｙｄｒｏｘｙｑｕ
ｉｎｏｌｉｎｅ）ａｌｕｍｉｎｕｍ））を、電子輸送層としてオキサゾール誘導体を、電
子注入層としてＡｌｑ３をそれぞれ用いることができる。なお、これらの材料は、あくま
で一例であって他の材料を用いてもよい。
【００７１】
　透明な陰極４は、ＥＬ層３上に連続的に形成される透過性を有する電極である。透明な
陰極４の材料としては、例えば、ＩＴＯ、ＳｎＯ２、Ｉｎ２Ｏ３、ＺｎＯまたはこれらの
組み合わせなどを用いることができる。
【００７２】
　なお、本実施の形態においては、画素５を構成する薄膜トランジスタが２個の場合を示
しているが、画素５内の薄膜トランジスタのばらつきを補償するために、３個以上の複数
個の薄膜トランジスタにより構成する場合でも同様の構成を採用することが可能である。
また、本実施の形態においては、有機ＥＬ素子を駆動するための画素構成を示したが、こ
れに限るものではない。液晶、無機ＥＬ等、ＴＦＴを使って構成される薄膜トランジスタ
アレイ装置全てに適用可能である。
【００７３】
　以上のように本実施の形態におけるＥＬ表示装置は、一対の電極間に発光層を配置した
発光部と、発光部の発光を制御する薄膜トランジスタアレイ装置１とを備えている。また
、発光部と薄膜トランジスタアレイ装置１との間に層間絶縁膜を配置するとともに、発光
部の一方の電極が層間絶縁膜のコンタクトホールを介して薄膜トランジスタアレイ装置１
と電気的に接続されている。さらに、薄膜トランジスタアレイ装置１は、層間絶縁膜のコ
ンタクトホールを介して発光部の電極に電気的に接続される電流供給用の電極を有し、か
つ発光部の一方の電極と薄膜トランジスタアレイ装置１の電流供給用の電極の界面に拡散
防止膜３６を形成している。
【００７４】
　この構成により、十分なコンタクト特性を得ることができるとともに、相互拡散による
断線不良を防止することができる。
【産業上の利用可能性】
【００７５】
　以上のように本開示によれば、ＥＬ表示装置に用いる薄膜トランジスタアレイ装置にお
いて、特性向上を図る上で有用である。
【符号の説明】
【００７６】
　１　薄膜トランジスタアレイ装置
　２　陽極
　３　ＥＬ層
　４　陰極
　５　画素
　６　画素回路
　７　ゲート配線
　８　ソース配線
　９　電源配線
　１０，１１　薄膜トランジスタ
　２１　基板
　２２　第１の金属層
　２３　ゲート絶縁膜
　２４，２５　半導体層
　２６　第２の金属層
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　２７　パッシベーション膜
　２８　導電酸化物膜
　２９　第３の金属層
　３０，３２，３３，３５　コンタクトホール
　３１　中継電極
　３４，３４ａ，３４ｂ　層間絶縁膜
　３６　拡散防止膜
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
一対の電極間に発光層を配置した発光部と、前記発光部の発光を制御する薄膜トランジス
タアレイ装置と、前記発光部と前記薄膜トランジスタアレイ装置との間に配置された層間
絶縁膜と、前記発光部の一方の電極が前記層間絶縁膜のコンタクトホールを介して前記薄
膜トランジスタアレイ装置に電気的に接続される電流供給用の電極とを有し、
前記発光部の一方の電極と前記電流供給用の電極の界面に拡散防止膜を形成し、
かつ前記拡散防止膜は、前記発光部の一方の電極を構成する金属材料と同じ金属を主成分
とする酸化物により構成したＥＬ表示装置。
【請求項２】
前記拡散防止膜は、ＡｌｘＣｕｙＯｚ、ｘ＞ｙ≧０、ｚ＞０を満たす材料組成を有する請
求項１に記載のＥＬ表示装置。
【請求項３】
前記拡散防止膜は、膜厚が０＜ｔ≦６ｎｍである請求項１に記載のＥＬ表示装置。
【請求項４】
発光部との間に層間絶縁膜を配置するとともに、前記発光部の一方の電極が前記層間絶縁
膜のコンタクトホールを介して電気的に接続される電流供給用の電極を有する薄膜トラン
ジスタアレイ装置であって、
前記発光部の一方の電極と前記電流供給用の電極の界面に拡散防止膜を形成し、
かつ前記拡散防止膜は、前記発光部の一方の電極を構成する金属材料と同じ金属を主成分
とする酸化物により構成した薄膜トランジスタアレイ装置。
【請求項５】
前記拡散防止膜は、ＡｌｘＣｕｙＯｚ、ｘ＞ｙ≧０、ｚ＞０を満たす材料組成を有する請
求項４に記載の薄膜トランジスタアレイ装置。
【請求項６】
前記拡散防止膜は、膜厚が０＜ｔ≦６ｎｍである請求項４に記載の薄膜トランジスタアレ
イ装置。
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】
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